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【57】申請專利範圍
1.　一種製造一氮化矽坩堝之方法，包含下列步驟：製備包含多顆矽顆粒之一第一漿料以及
一第二漿料，該第一漿料之一第一固體含量為 3~10wt.%，該第二漿料之一第二固體含量
為 30~50wt.%；使用該第一漿料於一石膏模具之一內壁上形成一薄層濾餅；使用該第二
漿料對已形成該薄層濾餅之該石膏模具進行一注漿成型製程，以形成一生坯；自該石膏

模具取出該生坯且對該生坯進行一乾燥處理；於一第一溫度下，對該生坯進行一煅燒處

理且維持一第一時間長度，其中該第一溫度之範圍為 450~550℃，該第一時間長度之範
圍為 2.5~3.5小時；於一真空環境下，將該生坯加熱至一第二溫度且維持一第二時間長
度，以對該生坯進行一脫氧處理，其中該第二溫度之範圍為 850~950℃，該第二時間長
度之範圍為 1.5~2.5小時；以及於一氮氣爐氛下，在一升溫速率控制下將該生坯加熱至一
第三溫度，以對該生坯進行一氮化處理，即完成該氮化矽坩堝，其中該升溫速率之範圍

為 6.5~7.5℃/小時，該第三溫度之範圍為 1450~1550℃。
2.　如請求項 1所述之方法，其中該第二漿料之一 pH值係調節至 8.5~9.5。
3.　如請求項 2所述之方法，其中該多顆矽顆粒係將一矽泥廢料經多次酸浸程序以及多次水
洗程序且經過濾後所獲得。

4.　如請求項 1所述之方法，進一步包含下列步驟：以含 3~6vol.%氫氣之一高純度氮氣對該
氮化矽坩堝進行沖洗。

5.　如請求項 4所述之方法，其中該高純度氮氣之一流量範圍為 3~6slpm。
6.　如請求項 1所述之方法，其中該氮氣爐氛之一壓力範圍為 0.3~0.6atm.。
圖式簡單說明

圖 1係根據本發明之一較佳具體實施例之製造方法的各個程序步驟流程圖。
圖 2係本發明之實施例與三組對照組製造氮化矽坩堝期間的升溫曲線圖。
圖 3係本發明之實施例所取得矽泥廢料、經過酸浸後以及注漿成型後獲得生坯測量各階

段雜質的結果圖。

圖 4係本發明之實施例所取得矽泥廢料、經過酸浸後以及注漿成型後獲得生坯量測各階
段歸一化重量的結果圖。

圖 5係漿料中矽顆粒的 ζ電位隨 PH值的變化圖。
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圖 6係本發明之方法所採用的石膏模具以及注漿成型的坩堝生坯照片。
圖 7係本發明之實施例及其他三組對照組製造所得氮化矽坩堝的外觀與橫截面的照片以

及橫截面的光學顯微鏡(OM)照片。
圖 8係對照組 A製造所得氮化矽坩堝的掃描式電子顯微鏡(SEM)照片。
圖 9係對照組 B製造所得氮化矽坩堝的 SEM照片。
圖 10係對照組 C製造所得氮化矽坩堝的 SEM照片。
圖 11係本發明之實施例製造所得氮化矽坩堝的 SEM照片。
圖 12係本發明之實施例及其他三組對照組製造所得氮化矽坩堝的 X射線繞射圖。
圖 13係採用對照組 A的氮化矽坩堝製造矽晶鑄錠其氮化矽坩堝與矽晶鑄錠的外觀照片。
圖 14係採用本發明之實施例的氮化矽坩堝製造矽晶鑄錠其氮化矽坩堝與矽晶鑄錠的外觀

照片。

圖 15係採用本發明之實施例的氮化矽坩堝製造矽晶鑄錠其電阻分佈圖。
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